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Sigmundstr. 200 Postfach 820 251 

90431 Nurnberg 90253 Nurnberg 



Leistungshalbleitermodul mit verbesserter Isolationsfestigkeit 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Leistungshalbleitermodule, wie sie beispielhaft aus der US 5,466,969 
bekannt sind. Derartige Leistungshalbleitermodule mit Grundplatte oder zur direkten 
Montage auf einem Kuhlkorper bieten gegenuber diskreten Leistungsschaltern (z.B. 
Scheibenzellen, TO220) den grofien Vorteil der inneren Isolierung gegenuber der 
Warmesenke. Diese innere Isolierung zur Grundplatte oder zum Kuhlkorper wird nach dem 
Stand der Technik durch den Einsatz von beidseitig metallkaschierten keramischen 
Substraten erreicht, die eine hohe Isolationsfestigkeit mit einer groRen Warmeleitfahigkeit 
verbinden. Sie erlauben den effizienten Aufbau von Leistungsschaltungen, da sie neben 
der Basisisolierung, der Isolation zur Umgebung, auch eine Funktionsisolierung, Isolierung 
verschiedener Bereiche auf einer strukturierten und mit Bauelementen versehenen Flache, 
bereitstellen. 

Die Definitionen der verwendeten Fachbegriffe finden sich in „Kapitel 1 bei Konig, Rao, 
Teilentladungen in Betriebsmitteln der Energietechnik, VDE- Verlag 1993 ISBN 3-8007- 
1764-6" 

Leistungshalbleitermodule, mit keramischen Substraten sind beispielhaft aus der US 
5,466,969, aus der EP 0 750 345 A2 sowie der DE 197 00 963 A1 bekannt. 
Druckkontaktierte Aufbauten mit keramischen Substraten sind beispielhaft aus der 
DE 196 51 632 A1 bekannt. Aus der US 5,466,969 ist weiterhin bekannt, dass zusatzliche 
Bauelemente wie Sensoren und / oder Ansteuerschaltungen in das Leistungsmodul 
integriert sind. 
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All diesen Ausgestaltungen von Leistungshalbleitermodulen nach dem Stand der Technik 
ist gemeinsam die Verwendung eines beidseitig metallkaschierten keramischen Substrats, 
hergestellt z.B. durch eine Spinellbindung zwischen Aluminiumoxid (Al 2 0 3 ) und Kupferoxid 
nach dem „Direct Copper Bonding" (DCB)- Verfahren beispielsweise nach EP 0 627 760 A1 
5 oder durch ein Aktivlotverfahren .Active Metal Brazing" (AMB). Neben Kupfer sind 

grundsatzlich auch Aluminium oder Silber als metallische Schichten denkbar. In Verbindung 
mit Aluminiumnitrit (AIN) als Keramikmaterial sind auch Verfahren in der Entwicklung bei 
denen durch einen Sinterprozess eine Aluminium- Schicht auf das Keramikmaterial 
aufgebracht wird. Dabei kann auch nachtraglich auf diese Aluminium- Schicht eine weitere 
10 Metallschicht z.B. aus Kupfer aufgebracht werden. Bekannt sind auch organische 
Epoxydsubstrate mit, mittels verschiedener Verfahren aufgebrachten, metallischen 
Schichten. 

Weiterhin typisch fur derartige Leistungshalbleitermodule ist eine Verfullung z.B. mit einem 
Monomer des Silikonkautschuks, der nach Entgasen polymerisiert wird. Durch diesen 
15 Silikonkautschuk wird hauptsachlich die Funktionsisolierung hergestellt. Er wird allerdings 
auch im Randbereich des Substrates aufgebracht, weil dies herstellungstechnisch einfacher 
ist und die relative Dielektrizitatskonstante des Silikonkautschuks groSer als diejenige von 
Luft ist und somit der Randbereich zur Erzielung der Basisisolierung schmaler ausgefuhrt 
sein kann. 

20 An die Isolationsfestigkeit der Basisisolierung werden im allgemeinen deutlich hohere 
Anforderungen gestellt als an die Funktionsisolierung. So fordert die IEC 1287 fur die 
Basisisolierung eine Prufspannung von: 

i 

U ixoma =^-^ + 1000K 

iso,rms nr 

wobei U m die maximale, standig wiederkehrende Spannung in der Schaltung reprasentiert. 
Die Spannung U iS0l rmsist bei der Prufung des Bauelements fur eine Minute anzulegen. Fur 
25 die Isolationsfahigkeit der Basisisolierung ist die Ausgestaltung des Randbereiches des 
Substrates entscheidend. 

Bei Leistungshalbleitermodulen nach dem Stand der Technik wirken die beiden 
metallischen Schichten auf den Keramikoberflachen wie ein Plattenkondensator mit der 
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Keramik als Dielektrikum zwischen diesen Platten. Typischerweise liegt die zweite 
metallische Schicht auf einer Grundplatte Oder einem Kuhlkorper und damit zumeist auf 
Erdpotential. Die erste metallische Schicht, auf der auch die 

Leistungshalbleiterbauelemente angeordnet sind, liegt bei Leistungshalbleitermodulen 
5 zumindest partiell auf einem Potential von bis zu einigen Kilovolt. Die metallischen 

Schichten auf beiden Seiten des Substrates sind nicht bis an den Rand angeordnet, damit 
dieser nicht metallisierte Randbereich als Luft- bzw. Kriechweg der Basisisolierung des 
Leistungshalbleitermoduls dient. 

Wahrend der Herstellung des Leistungshalbleitermoduls beispielhaft bei der Vereinzelung 
10 der Substrate, speziell keramischer Substrate aus einem grofteren Verbund, konnen vom 
^ Rand ausgehende Risse oder Ausbruche im Randbereich entsehen. Diese Defekte des 
W Substrates verkurzen die Strecke urn den Keramikrand zwischen den beiden metallischen 

Schichten und damit wird auch die Isolationsfestigkeit des gesamten 

Leistungshalbleitermoduls in nicht definierter Weise verringert 

15 Das gleiche Problem der verringerten Isolationsfestigkeit entsteht auch durch 

Lufteinschlusse in der Fullmasse, meist Silikonkautschuk, beispielhaft im Bereich zwischen 
dem Substrat und dem Gehause. Im Fall einer Klebeverbindung zwischen dem Substrat 
und dem Gehause entstehen ebenfalls durch ubliche Lufteinschlusse im Klebstoff Bereiche 
mit einer geringeren relativen Dielektrizitatskonstanten. Diese jeweilige partielle 

20 Verringerung der relativen Dielektrizitatskonstanten, meist in Form von Lufteinschlussen, 
verringert die Teilentladungsfestigkeit durch die dort moglichen Glimmentladungen. 

^ Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde die Einflusse von Defekten des Randbereiches 
des Substrates sowie der Ausgestaltung der Anordnung des Substrates im Gehause des 
Leistungshalbleitermoduls auf die Isolationsfestigkeit der Basisisolierung und auf die 

25 Teilentladungseigenschaften zu verhindern. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemafJ gelost durch die Merkmale des Anspruchs 1. 
Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind in den Unteranspruchen beschrieben. 

Das erfinderische Leistungshalbleitermodul weist eine Grundplatte auf oder ist derart 
ausgebildet, dass es mit dem Substrat direkt auf einem Kuhlkorper montiert wird. Das in 
30 beiden Ausgestaltungen vorhandene mindestens eine Substrat wird von einem Gehause 
umschlossen. Das Substrat selbst besteht aus einem isolierenden Werkstoff, wie 
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beispielsweise Keramik Oder Kunststoff und ist beidseitig zumindest teilweise mit einer 
metallischen Schicht bedeckt. Vorzugsweise ist die metallische Schicht auf der ersten 
Hauptfiache in sich schaltungsgerecht strukturiert, urn eine bestimmte Funktion des 
Leistungshalbleitermoduls, beispielhaft die einer Halbbriicke, realisieren zu konnen. Hierzu 
5 befindet sich auf dieser ersten metallische Schicht mindestens ein 

Leistungshalbleiterbauelement. Auf der zweiten Hauptfiache des Substrates befindet sich 
ebenfalls eine metallische Schicht, die in der Regel vollflachig bis oder bis nahe an den 
Rand ausgebildet ist. 

Das Substrat des erfinderischen Leistungshalbleitermoduls weist auf seiner ersten 
Hauptfiache am Oder nahe benachbart zum Rand eine weitere leitfahige, vorzugsweise 
metallische, Schicht oder einen ebensolchen mit der Substratoberflache bundig 
ausgestalteten Bereich auf. Im Weiteren werden Schicht und Bereich synonym verwendet. 
Diese Schicht weist einen spezifische Widerstand kleiner als 10 kn-m auf. Sie ist umlaufen 
urn den gesamten Rand des Substrates angeordnet und weist zur ersten metallischen 
Schicht der ersten Hauptfiache lateral in Richtung der Oberflache einen Abstand auf, der 
derart bemessen ist, dass die Basisisolierung des Leistungshalbleitermoduls durch diesen 
Abstand gebildet wird. Hierbei ist eine Verfullung mit einem isolierenden Material, wie 
Silikonkautschuk, des Zwischenraumes zwischen der ersten und der weiteren leitfahigen 
Schicht zu berucksichtigen. Diese weitere leitfahige Schicht der ersten Hauptfiache des 
Substrates ist mit der zweiten metallischen Schicht der zweiten Hauptfiache elektrisch 
leitend verbunden, wobei diese Verbindung vollflachig oder auch nur partiell vorhanden ist 
und somit diese weitere metallische Schicht auf dem Potential der Grundplatte bzw. des 
Kuhlkorpers liegt. 

Somit wird die Basisisolierung nicht wie nach dem Stand der Technik zwischen der ersten 
metallischen Schicht und der zweiten metallischen Schicht mit einer definierten Auspragung 
des Randes erreicht. Die Basisisolierung des erfinderischen Leistungshalbleitermoduls wird 
zwischen der ersten metallischen Schicht und der weiteren leitfahigen Schicht erreicht. 

Fig. 1 zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung eine Ecke eines Substrates eines 
erfindungsgemaden Leistungshalbleitermoduls. 

30 Fig. 2. zeigt den Schnitt durch ein Leistungshalbleitermodul nach dem Stand der Technik. 

Fig. 3. zeigt verschiedene Ausgestaltungen eines erfinderischen Leistungshalbleitermoduls. 
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Fig. 4. zeigt eine weitere Ausgestaltung eines erfinderischen Leistungshalbleitenmoduls. 

Fig. 1 zeigt in einer dreidimensionalen Darsteilung einen Eckbereich eines Substrates eines 
erfindungsgemafJen Leistungshalbleitermoduls. Das Substrat besteht aus einer 
keramischen Schicht (10), auf dessen erster Hauptflache (10a) eine erste metallische 
Schicht (12) und auf dessen zweiter Hauptflache (10b) eine zweite metallische Schicht (14) 
angeordnet sind. Die erste metallische Schicht (12) dient als Trager der Leistungsschaltung 
und damit der Leistungshalbleiterbauelemente (24) und ist in sich strukturiert Die zweite 
metallische Schicht (14) ist entweder mit einer Grundplatte oder direkt mit einem Kuhlkorper 
in thermisch und elektrisch leitendem Kontakt und weist keine innere Strukturierung auf. 

Der Randbereich der Keramik (10) des erfinderischen Leistungshalbleitermoduls weist eine 
weitere leitfahige Schicht (16) auf der ersten Hauptflache (10a) auf, welche leitend, mittels 
einer Durchkontaktierung (60), mit der zweiten metallischen Schicht (14) auf der zweiten 
Hauptflache (10b) des Substrates (10) verbunden ist. Diese weitere leitfahige Schicht (16) 
weist von der in sich strukturierten ersten metallischen Schicht (12) einen Abstand (70) von 
4 mm auf, der nach Verfullung mit Silikonkautschuk (20) die Basisisolierung des 
Leistungshalbleitermoduls gewahrleistet. 

Einige typische Kenngrofcen fur die genannten Bestandteile des Leistungshalbleitermoduls 
sind: 



Schicht 


Material 


Dicke 


relative Dielektrizitats- 
konstante z 1 e 0 


erste metallische Schicht (12) 


Kupfer 


0,3 mm 




Substrat (10) 


Aluminiumnitrit 


1,0 mm 


9,0 


zweite metallische Schicht (14) 


Kupfer 


0,3 mm 




Umgebungsmedium (20) 


Silikonkautschuk 




2,9 


weitere leitfahige Schicht (16) 


Kupfer 


0,3 mm 





Fig. 2. zeigt den Schnitt durch ein Leistungshalbleitermodul nach dem Stand der Technik. 
Dieses wird gebildet durch ein Substrat (10), auf dessen erster Hauptflache (10a) eine erste 
metallische Schicht (12) angeordnet ist, die als Leiterbahn fur die Schaltungsanordnung 
dient und in sich strukturiert ist. Auf dieser ersten metallischen Schicht (12) sind die 
Leistungshalbleiterbauelemente (24) angeordnet. Weiterhin weist das Substrat (10) auf 
seiner zweiten Hauptflache (10b) eine zweite metallische Schicht (14) auf, die in sich nicht 
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strukturiert ist und eine thermisch wie elektrisch leitende Verbindung zum Kuhlkorper (50) 
bildet. 

Das Substrat (10) wird durch ein Gehause (40) aus isolierendem Kunststoff umschossen. 
Dieses Gehause liegt ebenfalls , wie das Substrat (10) mit den Unterseiten seiner 
5 Seitenwande auf dem Kuhlkorper (50) auf. 

Die Funktionsisolierung des Leistungshalbleitermoduls wird durch eine Verfullung des 
Gehauses (40) mittels eines Silikonkautschuks (20) erreicht. Dieser Silikonkautschuk 
benetzt hierzu das Substrat an den Stellen, an denen keine metallische Schicht vorhanden 
ist. Weiterhin benetzt der Silikonkautschuk die erste metallische Schicht (12) sowie die 

10 Leistungshalbleiterbauelemente (24) zu deren Funktionsisolierung. Der Silikonkautschuk 

M tragt auch zur Basisisolierung bei, da er das Substrat auch im nicht metallisierten 

Randbereich sowie im Zwischenraum (32) zwischen Substrat (10) und Gehause (40) 
benetzt und durch seine im Vergleich zu Luft hohere relative Dielektrizitatskonstante die 
Isolationsfestigkeit erhoht. Nachteilig ist hieran wie oben beschrieben, dass es im 

15 Randbereich zur Rissen in der Keramik oder zu Lufteinschlussen innerhalb des 

Silikonkautschuks, oder auch zu partiell nicht benetzten Volumina kommt. Die Risse 
verringern die Kriechstrecke zwischen der ersten und der zweiten metallischen Schicht und 
verringern dadurch die Isolationsfahigkeit. Die Lufteinschlusse oder die nicht benetzten 
Volumina fuhren zu Glimmentladungen und reduzieren somit ebenfalls die 

20 Isolationsfestigkeit. 

Eine weitere Ausgestaltung eines Leistungshalbleitermoduls weist nach dem Stand der 
Technik eine Klebeverbindung (22) zwischen dem Substrat (10) und dem Gehause (40) auf. 
Nachteilig hierbei ist, dass innerhalb der Klebstoffes (22) ebenfalls Lufteinschlusse 
vorhanden sind, die die Isolationsfestigkeit verringern.. Einen weiteren Nachteil stellen nicht 
25 vom Klebstoff (22) benetzte Bereiche (30), beispielhaft zwischen der ersten Hauptflache 
(10a) des Substrates (10) und der ersten metallischen Schicht (12), dar. Dies reduzieren 
nach oben beschriebenen Mechanismen ebenfalls die Isolationsfestigkeit. 

Fig. 3. zeigt verschiedene Ausgestaltungen eines erfinderischen Leistungshalbleitermoduls. 
Dieses wird analog zum oben (Fig. 2) beschriebenen Stand der Technik gebildet durch ein 
30 Substrat (10), auf dessen erster Hauptflache (10a) eine erste metallische Schicht (12) 

angeordnet ist, die als Leiterbahn fur die Schaltungsanordnung dient und in sich strukturiert 
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ist. Auf dieser ersten metallischen Schicht (12) sind die Leistungshalbleiterbauelemente 
(24) angeordnet. Die zweite metallische Schicht (14) derzweiten Hauptflache (10b) des 
Substrats (10) ist in sich nicht strukturiert und weist eine thermisch wie elektrisch leitende 
Verbindung zum Kuhlkorper (50) auf. Das Substrat (10) wird durch ein Gehause (40) aus 
isolierendem Kunststoff umschossen, welches auf dem Kuhlkorper (50) angeordnet ist. 

Die Funktionsisolierung des Leistungshalbleitermoduls wird durch eine Verfullung des 
Gehauses (40) mittels eines Silikonkautschuks (20) erreicht. Zur Basisisolierung weist das 
Leistungshalbleitermodul eine weitere leitfahige Schicht (16) auf, die auf der ersten 
Hauptflache (10a) des Substrates (10) angeordnet ist. Diese weitere leitfahige Schicht (16) 
ist vorteilhafterweise mittels des gleichen Herstellungsverfahrens und auch gleichzeitig mit 
der ersten metallische Schicht (12) hergestellt worden. Hierfur eignet sich besonders das 
oben beschriebene DCB- Verfahren Oder auch das AMB- Verfahren. Diese weitere 
leitfahige Schicht ist umlaufend urn den gesamten Rand des Substrates (10) angeordnet 
sowie elektrisch leitend mit der zweiten metallischen Schicht (14) auf der zweiten 
Hauptflache (10b) des Substrates (10) verbunden. Somit liegt diese weitere leitfahige 
Schicht (16) auf dem Potential des Kuhlkorpers (50). Fur die Isolationsfestigkeit des 
Leistungshalbleitermoduls ist somit der Abstand (70) zwischen den auf hohem Potential 
liegenden Teilen der ersten metallischen Schicht (12) und derweiteren metallischen Schicht 
(16) maligebend. Vorteilhafterweise ist dieser Bereich mit Silikonkautschuk (20) verfullt, der 
auch die Funktionsisolierung des Leistungshalbleitermoduls bewirkt. Dieser weist 
gegenuber Luft eine hohere relative Dielektrizitatskonstante auf, wodurch der Abstand (70) 
entsprechend geringer dimensioniert sein kann als dies ohne Verfullung moglich ware. Der 
Abstand (70) ist derart zu wahlen, dass die oben genannten Anforderungen an die 
Basisisolierung des Leistungshalbleitermoduls erfullt werden. 

Die weitere leitfahige Schicht (16) ist vorteilhafterweise in ihrem gesamten Verlauf urn den 
Rand des Substrates (10) nicht unterbrochen. Allerdings kann die weitere leitfahige Schicht 
(16) kleine, abhangig von der speziellen Ausgestaltung des Leistungshalbleitermoduls, 
Unterbrechungen aufweisen ohne die Funktionalitat zu beeintrachtigen. Vorzugsweise weist 
hierbei jeder Teilbereich der weiteren leitfahigen Schicht (16) eine elektrisch leitende 
Verbindung zur zweiten metallischen Schicht (14) auf. 

Fig. 3a zeigt eine Ausgestaltung der elektrisch leitenden Verbindung zwischen der weiteren 
leitfahigen Schicht (16) und der zweiten metallischen Schicht (14). Hierzu weist das 
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Substrat (10) Locher auf, in denen eine vorzugsweise metallische Durchkontaktierung (60) 
zwischen diesen beiden Schichten angeordnet ist 

Fig. 3b zeigt eine weitere Ausgestaltung der elektrischen Verbindung zwischen der weiteren 
leitfahigen Schicht (16) und der zweiten metallischen Schicht (14). Hierzu ist eine 
5 Klebeverbindung (62) derart angeordnet, dass sie einerseits das Substrat (10) mit dem 

Gehause (40) verbindet und andererseits eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem 
Randbereich der weiteren leitfahigen (16) und der zweiten (14) metallischen Schicht bildet, 
wobei es fur die Aufgabe hinreichend ist, wenn der spezifische Widerstand dieser elektrisch 
leitenden Klebeverbindung (62) kleiner als 10 kf2-m ist. 

10 Fig. 3c zeigt eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfinderischen 

Leistungshalbleitermoduls, wobei die weitere leitfahige Schicht (16) durch die Verbindung 
zur zweiten metallischen Schicht (14) selbst gebildet ist. Hierzu ist das Gehause (40) mit 
einer elastischen Dichtlippe (64) versehen, wobei das Material dieser Dichtlippe einen 
spezifischen elektrischen Widerstand von weniger als 10 kfi-m aufweist. Der bundig auf der 

15 ersten Hauptflache (10a) des Substrates (10) angeordneten Teil der Dichtlippe (64) bildet 
hierbei die weitere leitfahige Schicht (16). 

Fig. 4. zeigt eine weitere Ausgestaltungen eines erfinderischen Leistungshalbleitermoduls 
nach Fig. 3a wobei zusatzlich zu der weiteren leitfahigen Schicht (16) im Bereich (70) 
zwischen dieser und der ersten metallischen Schicht (12) Feldringe (18) angeordnet sind. 
20 Diese Feldringe (18) bestehen aus einer Mehrzahl leitfahiger Schichten die parallel zur 

weiteren leitfahigen Schicht (16) angeordnet sind. Vorteilhafterweise weisen diese Feldringe 
9 eine geringere Hohe als die Schichten (12, 14, 16) auf, da diese Feldringe im Vergleich zu 
den ubrigen Schichten als feinere Struktur ausgebildet sind. Als bevorzugtes 
Herstellungsverfahren erweist sich fur die Schichten und die Feldringe das AMB- Verfahren, 
25 da hierbei dunne metallische Schichten abgeschieden werden konnen. 

Die Feldringe bewirken eine Spreizung des Verlaufes der Aquipotentiallinien im Bereich (70) 
zwischen der ersten metallischen Schicht (12) und der weiteren leitfahigen Schicht (16) und 
verbessern hiermit bei geeigneter Anordnung die Teilentladungsfestigkeit weiter. 
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Anspruche 

1. Leistungshalbleitermodul mit Grundplatte (50) oder zur direkten Montage auf einem 
Kuhlkorper (50) bestehend aus einem Gehause (40), mindestens einem 
Leistungshalbleiterbauelement (24) sowie mindestens einem beidseitig mit einer 

5 metallischen Schicht versehenen isolierenden Substrat (10), wobei das mindestens eine 

Leistungshalbleiterbauelement (24) auf der ersten metallischen Schicht (12) angeordnet 
ist, diese erste metallische Schicht (12) auf der ersten Hauptflache (10a) des Substrates 
(10) und die zweite metallische Schicht (14) auf der zweiten Hauptflache (10b) des 
Substrates (10) angeordnet sind und 

10 auf der ersten Hauptflache (10a) des Substrates eine weitere leitfahige Schicht (16) 

umlaufend am Rand des Substrates angeordnet ist und diese mit der metallischen 

W Schicht (14) auf der zweiten Hauptflache (10b) des Substrates (10) elektrisch leitend 

verbunden ist. 

2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 , wobei 

15 die weitere leitfahige Schicht (16) strukturell und herstellungstechnisch mit der ersten 

und zweiten metallischen Schicht (12, 14) identisch ist. 

3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 , wobei 

wobei die erste metallische Schicht (12) in sich strukturiert ist urn den 
schaltungsgerechten Aufbau des Leistungshalbleitermoduls zu erlauben. 

20 4. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 , wobei 

die elektrisch leitende Verbindung zwischen der weiteren leitfahige Schicht (16) und der 
^ zweiten metallischen Schicht (14) durch mindestens eine die beiden verbindende lokale 

Durchkontaktierung (60) ausgefuhrt ist. 

5. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, wobei 
25 die elektrisch leitende Verbindung zwischen* der weiteren leitfahigen Schicht (16) und 

der zweiten metallischen Schicht (14) durch einen elektrisch leitfahigen Klebstoff (62), 
der das Substrat (10) im Gehause (40) fixiert, ausgefuhrt ist 
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6. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 , wobei 

die elektrisch leitende Verbindung und die weitere leitfahige Schicht (16) einstuckig als 
eine Dichtlippe (64) aus einem elastischen und elektrisch leitenden oder mit einer 
elektrisch leitenden Oberflache versehenen Werkstoff ausgefuhrt ist. 

5 7. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, wobei 

auf der ersten Hauptflache (10a) des Substrates (10) zwischen der ersten metallischen 
Schicht (12) und der weiteren leitfahigen Schicht (16) zusatzliche im wesentlichen 
parallel zur weiteren leitfahigen Schicht (16) verlaufende leitfahigen Schichten (18) 
angeordnet sind und diese als Feldringe wirken. 

Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, wobei 

der spezifische Widerstand der elektrisch leitenden Verbindung zwischen der weiteren 
leitfahigen Schicht (16) und der zweiten metallischen Schicht (14) kleiner als 10 kn-m 
ist. 
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Fig. 2 (Stand der Technik) 
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Fig. 3a 
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Fig. 3b 
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Zusammenfassung 

Es wird ein Leistungshalbleitermodul mit Grundplatte (50) oder zur direkten Montage auf 
einem Kuhlkorper (50) bestehend aus einem Gehause (40), mindestens einem 
Leistungshalbleiterbauelement (24) sowie mindestens einem beidseitig mit einer 
metallischen Schicht versehenen Substrat (10) vorgestellt. Das mindestens eine 
Leistungshalbleiterbauelement (24) ist hierbei auf der ersten metallischen Schicht (12) 
angeordnet Dies zweite metallische Schicht (14) ist auf der zweiten Hauptflache des 
Substrates (10) angeordnet sind. Auf der ersten Hauptflache (10a) des Substrates ist eine 
weitere leitfahige Schicht (16) umlaufend am Rand des Substrates angeordnet und diese ist 
mit der metallische Schicht (14) auf der zweiten Hauptflache des Substrates (10) elektrisch 
leitend verbunden. 



(Fig. 1)) 
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